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【はじめに】高 AlN モル分率 p-AlGaN 層では正孔濃度が極めて少ない[1]。ゆえに、現状の深紫外

LED では、50 nm程度の p-GaN コンタクト層が用いられており、この層による吸収で光強度が半

減していると考えられる。これを解決するために、トンネル接合を深紫外 LEDに適用し、n-AlGaN

層をコンタクト層として利用する手法が考えられる。我々はこれまでに青色領域で機能する低抵

抗 GaInN 系トンネル接合を実現してきたが[2]、このトンネル接合は厚さが約 20 nmあるため、依

然として深紫外領域の光を吸収する。我々は深紫外領域で低抵抗かつ低光吸収を示すトンネル接

合実現を目指して、①低光吸収が期待できるAlGaN系トンネル接合の低抵抗化と、②低抵抗GaInN

系トンネル接合の薄膜化による低光吸収化、の二つについて初期的な検討を行った。 

【実験方法・結果】今回は、図 1 に示す GaN テンプレート上青色 LED 構造の上に①AlGaN/GaN

トンネル接合（AlNモル分率：0～0.2）や、②GaN/Ga0.6In0.4N トンネル接合（厚さ：4～17 nm）を

成長させた試料構造を用意し、①②のどちらのトンネル接合が有望であるかを I -V 特性より評価

した。図 2に示すように Al0.2Ga0.8N/GaN トンネル接合での電圧降下は、5～6 V と見積もられる。

一方、4 nmまで薄膜化させた GaN/Ga0.6In0.4N トンネル接合は 0.13 Vと、従来の 17 nmトンネル接

合と同等の極めて低い電圧降下を示した。4 nmでの光吸収率は約 8 %であり、深紫外 LED のトン

ネル接合としては、薄膜化させた GaN/GaInN トンネル接合が有望であると考えられる。 
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